Mehétn pe TEIVIKEG PIKPOOKOTIOG TNG EMAYOMEVIS 06 péTOAAO
KPLOTAAL®ONGS Apop@ov Si, 1o QOTOPOATAIKES EQaPROYEC.

Hepiinyn

H mopodoa dSumhopatikn epyoacio EMKEVIPOVETAL GTNV AVATTLEN AETTMOV VUEVIOV UE
v pébodo g Emayouevne amd Métarro Kpuvotdhiwong Apopeov Si (metal
induced crystallization) kol oTov YOPOKTNPIGUO TNG TOWOTNTAG OVTOV HE HeBHOOVG
HAextpovikng Mikpookomiog Alepyduevne Aéounc (TEM). Ta odelypota avtd
eCetalovtal g mpog TN popeoioyion kot tn ooun pe TN pébodoo TEM ko
avalnrobvtal TV OTEAEIEG OOUNG Ol OToieg EMNPEALOVY CNUAVTIIKG TNV 0mdOooN
TOV QOTOPOATAIKMOV KOWYEADV.

To Aentd vpévio mov avomtvxdnkav omotelodvial amd Vo OSEWOHEVO OTPMUO
Hvprriov (Si) mave o610 onoio evamotébnke £va otpdpa Adovpviov (Al). Idve 1o
otpodpo. Alovpviov (Al) evorotébnke éva otpdua apopeov Ivpiriov. To otpodpa
Alovpuviov (Al) evomoténke pe guow evamobeon atpwv (PVD) eve 1o otpdpa
T0V GUOPPOL TVPLTioV (8- Si) pe ™ pébooo BopBapSwuov pe Wvta-sputtering. Metd,
OTO  TOPOTETOUEVY) OVOMTNON  OTOL 450°C vy OpKeTEG Mpeg emredybnke 1
KPLOTAAL®o™ Tov apopeov [Tuprriov (a-Si) kot 1 ovacTpoEn TOV GTPOUATOV.

MelemOnkav cuvoAikd dvo opddeg detypdatov. Avo dapopetikd detypota D2001 kon
F2001 avantdybnkav kot peretbnkov oy tpad opada. Kot oto gvo detypata o
OVOLOOTIKO T00G TOV GTPOUATOG ToL Gpoppov Tupitiov (a-Si) givar 100nm, évo
avTO TOL oTPOUATOS Alovpviov (Al) swou 200nm. H avomtnon npowuononom@nm
oe mepiBdrrov aldtov (N2) otovg 450°C yia 7.5 dpec oto derypa F2001 xot yia 10
opeg oto detypa D2001. Kat ota dvo dstypata tpaypotomomnke oMKy avactpoen
TOV CTPOUATOV £TGL MGTE TO oTPOLO TOL Adovpviov (Al) va toroBetnBel oAdKANpO
Téve amo T0 6TP®UO ToL KpLoTaAAikov TTupitiov (c-Si) 1o omoio Exet mdyog 200-250
nm. To KpLOTAAAMKO OTpOUO OV OMUOLPYNONKE &€ival VYNANG KPLGTOAAKNG
nowTTag Kot omotereital amd koOkkovg dotdoewv o) 100nm-2.2um oto deiypa
D2001 kot B) 100nm-800nm oo detypa F2001.

Tpio dwgpopetikd deiypoto MPV2, PVGI, kar PVGIR  avantdybnkav kot
peretnOnkav otnv 6gdTEPN ONASAL. Apxu«x svanorsenKow 20nm aquopeov ITvprriov
(@-Si) kou 10nm A?»onuwton (Al). Ipoyporomonbnke avommon oe mepiPdiiov
agdtov (N2) otovg 500°C y10. 4 dpeC Kou 6T0L TPl Setypato. X covveyelo aparpednke
10 oTpdpa Tov Ahovpuviov (Al) pe ynuky eyxépadn. Zm covveyewn evomotédnke Ko
oynuoatonomibnke  £vo  oTPOUA AXODuWLOU 300 nm pe ypnon paokog.
H OYHOTOTOUINKE AVOTINGT GTOVG 450°C yw 1 ®pa 6& 0€p1o GYNUOTIGHOV (piypa
VOPOYOVOL - aldTov - forming gas).

Me v ypron tov Akovpuviov (Al) emrevydnke kokbtepn ToOTTO TOV KPLOTEAWY
TOV GTPMUOTOG TOL KpuoTadAkov [Tupiriov (C-Si). Avtn 1 doun eivan koTdAAnAn yua
YPNON GE GLOKEVEG VYNANG 0mddoomg NAMakdV kKuTttdpwv. To dtapopetikd péyebog
TV KPLOTUAL®V amodidetal oTn dlapopeTik Beppokpacio avontnong. Al&)gusg Kol
GAAo  opdAuata  dopng mapatnpnOnkov otovg kokkovg I[lvpitiov (Si) ko
avaAvnkav. Bacldpuevol ota amoteAéopata Kot otig avaivoelg g HAektpovikng
Miuwkpookoniog Awepyopevne Aéoung (TEM), avoivetor oArd kot cvinteitor o
punyoaviopog s Kpvotdlioong tov apopeov Iupitiov.



